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©Vorrlchtung zur Auswertung dar Oberflachene igenschafton von reft aktioron den Meflobjekten mitkfelnen 
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@ In dar Vorrlchtung wlrd eln felner parelleter Uchittraht (7) 
elner Laaerllchtquello (3} In elnen, Innerhelb der opti&chon 
Anordnung on elnem Strahltellerwurfel (*) erreuglen Refe- 
ronr&troM (8) und einan von der Me&probe reflektlnrten und 
dber elnen steuerbaren Vertchlufl (10) ebschaltbaren MeB- 
straht (9) aufgeapaften. Belde Strehlen warden ;iuf alnar 
gemelnsamen Auswerteelnrlchtung {8) als Leuchtf ecke ab- 
gebildet. Ihre Lege gegenelnander wlrd fflr elne B iwertung 
dar Auarichtung dar MaBprobenoberfl&cna (2) gugenGber 
der optlechen Achte der Vorrlchtung und Ihre Irv enaltfita- 
profile fur die Bewertung von Mikrorauhlgkelten genutrt. Die 
rclatlv klecne Vorrlchtung wird gegenfiber dar relativ groBan 
Objaktlvlinee olnea Mlkroskops (11) mlt groSem Arbeltsab- 
stand eo angeordnet, daB slch Ihre die Komjonantan 
auBerhatb der Fokusebenen des Mikroekops beflr ;den und 
die optiache Achse dea euf dai Meftcbjekt elnfailenden 
MoB5trahl8 mil deroptiachan Aohse des Mlkroakopobjektrve 
zu8ammenf8llt. Die Vorrlchtung wird beim Vermesaen von 
Schlchtayetemen mlt klalnen Abmaaaungan euf Mesken und 
Wafarn In der Baualernantefartlgung odar be! der VargOtung 
von Werkstoffoberflachon bai glelchzoitl0©r Inapektlon ubar 
e(n Mlkroakop angewendet. 
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ximums, und selbst darn ist dieser EtnfluB we gen der 
gegenQber dem zentralen Maximum relativ kleinen In- 
tensitfiten der Nebenmaxima schr gering. 

Die bei deft Verwendung etniger herk<JmmU<:her Sy- 
steme zur MeBpraben ausrichtung fiir lichtoptische 5 
MeBvcrfahren Obliche mechanische Umschalttng zwi- 
schen mikroskopischen Beobachtungsbetrieb zor Posi- 
tionierung der Probe mit Hilfe des Kxeuztiscltes ent- 
sprechend der Lagc der Sirukturdetails auf der ?robcn- 
oberflache und dem Autokollimatorbetrieb zur Justage 10 
der Neigung der Probenoberflache entf&lt Insbesonde- 
re fOr einen automatisicrten Betrieb konnen beide Ein- 
stellvorgange standig simultan erfolgen. 

Die relative Veranderung des Intensititsprcfils des 
Strahles nach der Reflexion an einer MeBprob-mober- 15 
flache mit Mikrorauhigkeit gegenuber dem Intc nsitats- 
profil des Referenzstrahls kann zu einer Beurteilang der 
Mikrorauhigkeit, im einfachsten Fall zu einer Eutschei- 
dung Ober die prinzipielie MeBbarkeit der Probe mit 
den angewendcten lichtopdschen MeBverfahren. heran- 20 
gezogen werden. 

Die Erfindung soli anhand zweier Ausfilhrungsbei- 
spiele nSher erlfiuten werden. 

In den zugehorigen Zeichnungen zeigen 

Fig. 1 einen Schniti durch die Vorrichtung und den 25 
Strahlengang innerhalb der Vorrichtung, wobei c ie Vor- 
richtung als Vorsatz fiir ein Mikroskop wirkt 

Fig. 2 einen Schniti durch den Teii eines MikrDskops, 
in das die Vorrichtung integrien ist und den StrahJen- 
gang innerhalb der Vorrichtung. 30 

Der prinzipielie Strahlengang innerhalb der V brrich- 
tung ist f ttr beide AusfGhrungsbeispiele gleich, sc dafl es 
genGgt die Erlauterung anhand des ersten Ausfiilirungs- 
beispiels(Flg. 1) vorzunehmen. 

Eine Laserlichtquelle mit vorgesetzten Blendensy- 35 
stem (3) erzeugt einen parailelen Lichtstrahl nrt mdg- 
lichst kleinem Strahldurchmesscr. 

Dieser einfallende lichtstrahl (7) wird Ober einen 
Strahlteilerwtirfel (4) auf das MeBobjekt, das im darge- 
steilten Fall auf cinem Einzelchip (2) besteht, der mit <o 
entsprechenden Montagefehlem auf einem TrSger (<) 
befestigt ist, abgeienkL Dabei entstehen zwei Slrahlen 
(8) und (9), die im weitercn zur Auswertung herangezo- 
gen werden 

Durch senkrechte Reflexion des einfallenden Strahls 45 
(7) an der Umerseitc des Strahlteilerwarfels<4) wird ein 
Referenzstrahl (8) erzeugt, der zweckrnaflig< rweise 
liber ein Reflexionsprisma oder Spiegel (5) au:' einen 
Beobachtungsschirm (6) gelenkt wird. 

Der endere Teil des MeCstrahJs (7) durchdri:igt die 30 
Unterseite des Strahlteilerwurfels (4), trflgt nach tier Re- 
flexion am Einzelchip (2) als reflektierter Mefisrahl (9) 
die benflugten Informationen vom MeBobjekt ur .d wird 
in Abhangigkeit von der Ausrichtung und den Eigen- 
schaften der Oberflache des Einzelchips (2) annlhernd 55 
parallel zum Referenzstrahl (8) auf den Beobachtungs- 
schirm (6) gelenkt. 

Auf dem Beobachtungsschirm (6), der fur erweiterte 
Anwendungen aus einem zweidimensionalen licluopti- 
schen Sensor und einem angeschtossenen Biidverarbei- eo 
tungssystem besteht, werden Referenzstrahl (8) und re- 
flektierter MeBstrahl (9) gemeinsam abgebild»:t und 
kiinnen Qber eine Positionsauswcrtung und ein: Aus- 
wertung der Intensitatsprofile fOr die vorges<:henen 
Aufgaben ausgewertet werden. 65 

Zusatzlich wird durch die Anordnung eines steuerba- 
ren Verschlusses(fO) in den Strahlengang des eir fallen- 
den Strahls (7) nach dem Strahlteilerwtirfel (4) eir e Ver- 
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besserung der Auswertung in der Weise erzielt werden, 
daB bei gcschlossenen VerschluB (10) eine separate Aus- 
wertung des Referenzstrahls (8) ohne reflektierten 
MeBstrahl (9) erfolgt, w&hrend bei geoffneten VerschluB 
(10) die Oberlagerung von Referenzstrahl (8) und reflex- 
tiertem MeQstrahl (9) ausgewenet wird Dadurch wird 
eine vortcilhafte Biidung von Signaidifferenzeh mGglich, 
so daB z. B. auch das SignaJ des reflektierten Mefistrahls 
(9) ohne den EinfluG des nicht ansieuerbaren Referenz- 
strahls (8) bercchnet werden kann. 

Bezugszeichenliste 

1 Trfiger des zu vermessenden Einzelchips 

2 zu vermessender Einzelchip 

3 Laserlichtquelle mit Blendcnsystem 

4 Strahlieilerwurfel 

5 Umlenkspiegel 

6 Beobachtungsschirm 

7 einfallender paraileler MeBstrahl mit kleinem 
Durchmesser 

8 von der Unterseite des Strahlteilerwitrfels reflektier- 
ter Referenzstrahl 

9 vom Einzelchip reflektierter MeBstrahl 

10 VersciduB 

1 1 groBe ObjektivUnse des Mikroskops mit groflem Ar- 
beitsaufwand 

12 Tubus des Mikroskops 

1 3 Fens ter in der ObjektivUnse 

PatentansprOche 

1. Vorrichtung zur Auswertung der Oberfiachenei- 
genschaften von reflektierenden Me3objekten mit 
kJeinen AbmaBen insbesondere bei Untersuchun- 
gen von dUnnen Schichten mit ellipsometrischen 
und spektralphotometrischen MeBverfahren, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein paraileler Licht- 
strahl mit sehr kleinem Durchmesser, vorzugsweise 
aus einer Lascrucbtquelle, in einen, innerhalb der 
optischen Anordnung an einem Strahlteilerwtirfel 
erzeugten Referenzstrahl und einen von der MeB- 
probe reflektierten MeBstrahl aufgespaiteten wird, 
bcide Strahlen auf einer gemeinsamen Auswerte- 
einrichtung, die aus einem Beobachtungsschirm 
oder einem Biidverarbeitungs system besteht, als 
Leuchtflecken abgcbildet werden, und die Lage 
dieser Leuchtflecke gegeneinander fOr eine Bewer- 
tung der Ausrichtung der MeBprobenoberflache 
gegenQber der optischen Achse der Vorrichtung 
und ihre Intensitatsprofiie fOr die Bewertung von 
Mikrorauhigketten auf der Probenoberflache ge- 
nutztwerden. 

Z Vorrichtung nach Anspnich \ t dadurch gckenn- 
zeichnet, daB ein steuerbarer VerschluB im Strah- 
lengang des von der MeBprobe reflektierten MeB- 
strahls angeordnet ist und bei geschlossenem Ver- 
schluB nur der Referenzstrahl, bei gedffneten Ver- 
schluB der Referenzstrahl und von der MeBprobe 
reflektierter MeBstrahl in die Auswerteeinrichtung 
gelangen. 

3. Vorrichtung nach Anspruch I und 2, dadurch 
gckennzeichnet, daB die in ihren kritischen geomc- 
trischen Abmessungen gegenQber der groBen Ob- 
jektivUnse eines Mikroskops mitgroBen Arbeitsab- 
stand kteine Vorrichtung auOerhaib oder innerhalb 
desioptischen Aufbaus dieses Mikroskops so ange- 
ordnet wird, daB sich die Komponenten der Vor- 
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